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[はじめに] GaN はその優れた物性によってパワー電子デバイスへの応用が期待されている。MOCVD 法を用いた

GaN 成長ではトリメチルガリウムを使用しているためにメチル基の炭素（C）元素が膜中に取り込まれて不純物と

なる。C 不純物は結晶の中で N 原子のサイトもしくは原子間に位置した形でドーピングされてそれぞれ伝導バン

ドの底から 3.28eV と 1.35eV の準位を形成する１）。このような C 不純物による準位は n 型ドーパントを補償する

とされており、GaN 系電子デバイスに必要とされる高品質の低濃度 n-GaN を実現するためには 1×1016cm-3 以下の

C 濃度を要求される。C 濃度の低い GaN を得るには高い成長圧力と高いⅤ/Ⅲ比が効果的である 2)。大気圧 MOCVD

装置では比較的高い成長速度を維持したまま大気圧下でⅤ/Ⅲ比を上げて GaN を成長することができるので、低い

C 濃度の実現が期待できる。今回、我々は C 濃度が 1015cm-3台の領域におけるⅤ/Ⅲ比依存性と成長速度依存性を

確認したので報告する。 

[実験] 本研究では横型高速流タイプの MOCVD 装置を用いて成膜実験を行った。成長圧力は大気圧、GaN の成長

速度 2.3μm/h を維持しながらⅤ/Ⅲ比を 1800 から 5000 まで変化させて GaN 基板上に un-intentionally doped 

(UID)-GaN単膜を成長した。比較のためサファイア基板に成長したGaN テンプレート上にも同時に成長して SIMS

評価により不純物濃度を確認した。また、Ⅴ/Ⅲ比を 3700 に固定して成長速度を 0.4～4.7μm/h の範囲で変化する

ことで C の低濃度領域での成長速度依存性を確認した。 

[結果] 図に GaN 中 C 濃度の V/III 比依存性と成長速度依存性の調査結果を示す。V/III 比の増加に対して C 濃度は

線形に低下し、1015cm-3 台の低濃度域まで制御可能で

あることが分かった。特に、Ⅴ/Ⅲ比を 5000 まで上げ

ることで GaN 基板上の UID-GaN 膜中の C 濃度は 3.3

×1015 cm-3 まで低減した。図中の挿入図にⅤ/Ⅲ比を

3700に維持して成長速度を 0.4～4.7μm/hの範囲で変

えた時の GaN 中 C 濃度を示す。4.7μm/h と高速の条

件でも 4.0×1015cm-3 を実現できることがわかった。

本結果は、GaN 系パワー電子デバイスの生産コスト

低減に大きく貢献するものと考えられる。 
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